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Siemens MOSFET Transistor BF964S Datasheet

Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 964 S
e Fir Anwendungen in VHF-Var- X-plast
und Mischstufen mit groem

Abstimmbereich (CATV-Tuner) " 25002
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Typ | BF 964
Best.-Nr. | Q62702-F446

Grenzdaten

Drain-Source-Spannung Ves 20 |V
Drainstrom I 30 | maA
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom ol [ 10 mA
Gesamtverlustleistung P, 200 | mW
T.< 60°C !
Lagertemperatur Tatg —55..4150 “C
Kanaltemperatur Ten 150 G
Wirmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinaa | =450 | KiW
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BF 964 S

Kenndaten (T, = 25°C)
Gleichstromdaten min |typ | max
Drain-Source-Durchbruchspannung | — 20 - - ')
'i[: = 1DM. —Vms: - Vm =4V
Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigrigiss | B.S - 17 v
*lys=10mA, Ve = Vs =10
Gate 2-Source-Durchbruchspannung * Viamass | 85 — 17 W
Tl =10mA, Vo= V=10
Gate 1-Reststrom + Jores — — 50 nA
i Vc.‘|5= EV. FQ:IE - Vns - l:l
Gate 2-Reststrom b o — — 50 nA
W =5V, Vo= V=10
Drainstrom fres 2 — 20 ma
Vo = 15V, Ve =0, Voo =4V
Gate 1-Source-Abschnirspannung — Vs - - 25 |V
VEE = 15‘\"‘. VE!E =4V.. -‘Iu - ZGM
Gate 2-Source-Abschndrspannung — Vaos i - — 20 W
Vos =158V, V5s =0, [, = 20 pA
Wechselstromdaten
Vorwarissteilheit [+ 15 18 — mS
VDE-= 15 V, -';I:I - 1!] I‘I‘Iﬁi, VG?S - 4“, f=1 kHZ
Gate 1-Eingangskapazitat Cytas — 25 - pF
Vog = 15V, I = 10mA, Ve =4V, f=1MHz
Gate 2-Eingangskapazitat Cos — 1.2 — pF
Vee =15V, I, =10mA, Ve =4V, f=1MHz
Rickwirkungskapazitat Cag1 — 25 - fF
VDE - 15 "ﬂr, .lrn - 1G I'I‘Iﬁl.. Vm&': 4\;, f: 1 MHI
Ausgangskapazitat € gas — 1 — pF
Vos =15V, fo=10mA, Ve =4V, f=1MHz
Leistungsverstarkung G,, - 25 — dB
Vis = 15V, I, = 10 mA,
fF=200MHz, G.=2mS, G, =05mS
(MeBschaltung)
Rauschzahl F — 1 - dB
Voe =15V, I, = 10 mA
F=200MHz, G, =2mS5, G_=05mS
(MeBschaltung)
Regelumfang AG,, S0 — — dB
Ve = 15V, Ve = 4. -2V, f= 200 MHz
{MeBschaltung)
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BF 964 S
Gesamtveriustieistung P, = (T, Ausgangskennlinienfeld [, = 7 (Vge)
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Drainstrom [ = f{Vg.c)
Vog = 15V

v
Gate 2-Eingangskapazitét c 5., = V)
Vi = OV, bpg = 15V
ID'.-CE = 10mA, f= 1 MHz
pF
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Gate 1-Eingangskapazitiit c_,.. = (Vg2
Vogg = 4V, Wpe = 15V
:355 = 10mA, f = 1MHz
pF
25

L

Ausgangskapazitit c ... = F(Vp:)
Vaig = OV, Vs = 4V
Jpse = 10mA, f = 1 MHz
pf
Serrn
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BF 964 S

Gate 1-Eingangsieltwert y, ., Gate 1-Stelihelt y,,.
Vog = 15V, Vg = 4V Vg = 15V, Vigye = 4V
|Sourceschaltung) [Sourceschaltung)
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Leistungsverstirkung G, = V)
VDE =15V, lFE|5, =0V

Ingg = 10mA, = 200 MHz

5. Melschaltung)

dB
G H
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Rauschzahl F = (V)
Vm - 15"1" VI'_;.!& - nu'b.l'
Thgs = 10 mA, §f = 200 MHz
(5. Mefschaltung)

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen

f=200MHz, G = 2m8, G, = 05mS
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